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１．概要（Summary） 

機械加工面測定用MEMS変位計デバイスを製作して
いる．このデバイスでは，カンチレバー先端の探針変位に
比例して生じるひずみをカンチレバー根本部のピエゾ圧
電体で検出することで変位計を構成する．平面形状測定
用の 5本のカンチレバー式変位計を互い違いに配置して
いる． 圧電体の厚さによる性能比較を行うため，圧電体
厚さ 250nm,500nmの 2種類のデバイスを試作した． 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
プラズマCVD，リアクティブイオンエッチャー，スピンコー
ター，両面マスクアライナ，酸化炉，レーザーマイクロスコ
ープ，純水製造装置，ドラフトチャンバー，ボンディング装
置，膜厚測定器 

 

【実験方法】 
上記装置を用いてデバイスを製作し，デバイス製作の

最後の工程である Deep-RIEによる外形打ち抜きは山口
大学に加工を依頼してデバイスを作成した． 
製作工程を以下に示す． 
①Φ=50mm t=300±25μm p 型 比抵抗 0～20Ω・
cm 両面研磨の Si ウエハを洗浄 
②バッファー層である Cr を 50nm,下部電極と配線となる
Auを 250nm蒸着 
③CrはMPM-E350, Auはヨウ素＋ヨウ化カリウムでエッ
チングをして回路と下部電極の形成 
④プラズマ化学気相成長(PCVD)で絶縁用の酸化膜を
550nm,800nm堆積  
⑤使用ガス CHF₃の反応性イオンエッチング(RIE)で圧
電体用のトレンチ構造を作成 
⑥RFスパッタ装置を用いてBaTiO₃を250nm,500nmス
パッタ（大阪大学にて技術代行による依頼加工） 
⑦HCl35%の塩酸 ,40℃ウォーターバスを使用して
BaTiO₃をエッチング 
⑧下部電極と同様に上部電極と配線となる Cr,Auを蒸着 
⑨ CrはMPM-E350, Auはヨウ素＋ヨウ化カリウムでエ
ッチングをして回路と上部電極の形成 
⑩下部電極につながるコンタクト部の露出のため,使用ガ
ス CHF₃の RIEで下部電極上の酸化膜を除去 
⑪外形パターンに沿って,使用ガス CHF₃の RIE で酸化
膜を除去 
⑫Deep RIEで外形打ち抜き（山口大学にて依頼加工） 

 

 

Fig.1 Schematic diagram of device fabrication 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
5点法デバイスの写真を 図2に示す．報告時点では製作
途上のため今後評価実験を実施する． 

  

Fig.2 Displacement measuring device 
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